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@ Verfahren zum Strukturieren von Basismaterial 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Strukturieren 
Oder Atzen von beschichtetem, kupferkaschiertem Basisma- 
terial durch impulsformige Bestrahlung mit Licht, dadurch 
gekennzeichnet, daR fur die Bestrahlung Excimer-Laser 
verwendet werden. 
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Beschreibung 



1: 
2: 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Strukturie- 3: 
ren oder Atzen von mit Kunststoff beschichtetem, kup- 4: 
ferkaschiertem Basismaterial durch impulsfdrmige Be* 5 5: 
strahlung mit Licht 6: 

Bisherige Verfahren versuchen Leiterbahnstrukturen 7: 
entweder im Subtraktiv- oder im Semiadditiwerfahren 8: 
so herzustellen, indem sie auf das Ausgangssubstrat eine 9: 
photosensible Schicht aufbringen. Diese wird mit her- 10 10: 
ktf mmlichen Maskalignern oder Laserplottern belichtet 1 1 : 
und anschlieflend entwickelt, worauf die Schritte des 12: 
Atzens fflr das Subtraktiwerfahren oder des Leiter- 13: 
bahnaufbaus in an sich bekannter Weise erfolgen. 14: 

Die Erfindung hat die Aufgabe, die relativ teuren und 15 15: 
stark umweltbelastenden photochemischen Schritte der 16: 
herkdmmlichen Verfahren durch preisgtinstigere und 
umweltf reundlichere zu ersetzen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch ein Ver- 
fahren gemaB dem kennzeichnenden Teil des Patentan- 20 
spruches gelflst 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind den 
Kennzeichnungsteilen der Unteranspruche zu entneh- 
men. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird im Prinzip wie 25 
folgt durchgefuhrt: Man bestrahlt Materialien impuls- 
formig mit Strahlung (<300nm), wahrend bei Uber- 
schreitung einer bestimmten bendtigten Schwellenbe- 
strahlung (bei Kunststoffen ca. 70 mj/cm 2 ) eine Ablation 
des Materials eintritt Optimiert man die Bestrahlung, so 30 
lassen sich Abtragsraten von bis zu 1E-6 m/puls errei- 
chen. Bei Kunststoffen liegt die dafiir ndtige Bestrah- 
lung bei 1-2 J/cm 2 , bei Kupfer bei ca. tOJ/cm 2 . Die 
dabei entstehenden Ablationsprodukte erreichen Ge- 
schwindigkeiten von einigen lE3m/s und sollten, urn 35 
eine Redeposition auf dem Substrat zu vermeiden, elek- 
trostatisch abgesaugt werden (typ. U - 1E3V). Die 
dabei verwendeten Repetierraten liegen bei ca. 10 Hz, 
ubliche Pulsdauern bei ca. 15 ns. Geht man zu noch kur- 
zeren Impulsdauern (300 fs), so ist es auch moglich, Ma- 40 
terialien zu ablatieren, die in diesem Spektralbereich 
keine Absorption zeigen. 

Als Basismaterialien konnen grundsatzlich alle ubli- 
chen Leiterplattensubstrate verwendet werden, wie 
zum Beispiel solche auf Basis von FR4, Epoxidharzen, 45 
Polyimiden, Keramika, Polyamiden und anderen. 

Zur elektrolytischen Metallabscheidung werden die 
hierfflr ublichen galvanischen Bader, wie zum Beispiel 
Kupfer- oder Nickelbader, verwendet 

Die Bestrahlung erfolgt unter Verwendung des an 50 
sich bekannten Excimer- Lasers. 

Die folgenden Beispiele dienen zur Eriauterung der 
Erfindung. 

Beispiel 1 55 
Flexmaterial (TAB) roll to roll semiadditiv 

Auf 5E-6 m kupferkaschiertes Polyimid wird eine 
35E-6m dicke Polymethylmethacrylate 60 

(PMMA)-Schicht aufgebracht und getrocknet Ober ei- 
ne auf einen UVdurchlassigen Trager aufgebrachte Me- 
tallmaske wird der Spider in ca. 5 s (ArF 10 Hz 1 J/cm 2 ) 
herausgeitzt Nach dem galvanischen Leiterbahnauf- 
bau wird der Kunststoff gestrippt und die 5E-6 m Rest- 65 
kupfer chemisch geatzt 

Eine Anlage zur Durchfuhrung des Verfahrens ist aus 
der Figur ersichtlich. Hierin bedeuten 



Abspuleinheit Polyimid-Kupfer-Folie 
Abspuieinheit Dielektrikumsfolie 
Laminator 
Warteschleife 

Excimer-Laser-Leiterbahnstrukturierung 

Reinigung 

Leiterbahnaufbau 

Reinigen und Warteschleife 

Trocknen 

Excimer-Laser- Polyimid entfernen 

Dielektrikum strippen 

Differenzitzen 

Spulen 

Trocknen 

Warteschleife 

Aufspuleinheit 

Beispiel 2 



Statt des chemischen Atzens und Strippens wird uber 
eine Negativmaske die Kunststoffschicht mit einer Be- 
strahlung von ca. 10 J/cm 2 entfernt und ebenso die Rest- 
kupferschicht zwischen den Leiterbahnen (Dauer ca. 
5- 10 s). 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Strukturieren oder Atzen von mit 
Kunststoff beschichtetem. kupferkaschiertem Ba- 
sismaterial durch impulsformige Bestrahlung mit 
Licht, dadurch gekennzeichnet, dafl fiir die Be- 
strahlung Excimer-Laser verwendet werden. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1 zur Herstellung 
von Fein- und Feinstleiterstrukturen auf starren 
und flexiblen Basismaterialien, gekennzeichnet 
durch folgende Verfahrensschritte: 

- Strukturierung des gewiinschten Leiter- 
bahnmusters auf dem beschichteten, kupferka- 
schierten Basismaterial mittels des Excimer- 
Lasers unter Verwendung einer Maske oder 
durch direkte Bildberasterung unter Verwen- 
dung eines Scanners, 

- Aufbau der Leiterbahn durch elektrolyti- 
sche Metallabscheidung, 

- Entfernen der Beschichtung und Atzen des 
Kupfers in ilblicher Weise oder mittels eines 
Excimer-Lasers. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 2 zur Inline-Herstel- 
lung von Fein- und Feinstleiterstrukturen in Form 
von Folien, insbesondere von Flachbandleitern und 
Flexschaltungen. 

4. Verfahren gemaB Ansprflchen 1 bis 3 zur photo- 
resistfreien Herstellung von Fein- und Feinstleiter- 
strukturen. 

5. Vorrichtung zur Durchfuhrung der Verfahren ge- 
maB AnsprQchen I bis 4. 
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